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第 3 章では， フラーレン C60 のインターカレーションについて調べ， トルエンおよび酸素の吸収・放出は可逆的な
現象で， Cω からの不純物の除去には 2000C以上の加熱処理が必要であることを明らかにし， C60 にインターカレート
された酸素量および C60 中での酸素・トルエンの拡散定数と活性化エネルギーを求めている o また， ガス放出スペク
トルにおいて観測できる 3 つの放出ピークの起源について示し，酸素およびトルエンのインターカレートされる位置
を明らかにしているo
第 4 章では， a -SiSx : H 薄膜中の水素と硫黄の熱的安定性について調べ，硫黄は水素よりも熱的に安定で，膜中
水素含有量についても調べ， a-SiSx: H 薄膜のデバイスへの応用が可能であることを示している o
第 5 章では，イオン注入後，水素フ。ラズ‘マ処理を行った CVD ダイヤモンド薄膜からの水素の放出について調べ，
その水素放出を確認し， CVD ダイヤモンド薄膜における水素の拡散の可能性を実験的に示している。
第 6 章では，酸化物高温超伝導体のガス放出スペク卜ルについて調べ， YBa 2 CU30x については，超伝導体作製に
おける重要な酸素の吸収温度領域を明らかにし，試料からCO 2 の放出が劣化に関係していることを示唆している。









これらの材料について以下の実験の成果をまとめたものであるo すなわち，フラーレン Cω におけるインターカレー







• Cω からの不純物の除去には， 2000C以上の加熱処理が必要であることを見いだしている o
• Cω のガス放出スペクトルにおいて観測できる 3 つの放出ピークに起源について示し，酸素およびトルエンの
インターカレートされる位置を明らかにしている。
(2) a-SiSx: H 薄膜中の水素と硫黄の熱的安定性
• a -SiSx : H 薄膜において，硫黄は水素よりも熱的に安定であり， a-Si: H と同量の水素量を含有すること
を明らかにしている。
・以上の結果より， a -SiSx : H 薄膜のデバイスへの応用が可能であることを示している。
(3) CVD ダイヤモンド薄膜の水素放出
・イオン注入後，水素プラズマ処理を行った CVD ダイヤモンド薄膜からの水素放出を確認している0









電子材料の実用化を検討する上で有効で，各電子材料の実用化が期待できる o また， この測定方法の有効性を示した
ことにより，他の新しい電子材料の評価に用いて応用面での問題の解決および各電子材料の実用化への貢献が期待で
きる。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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